(o Silizium-pnp-Legierungstransistor

$$101

Der Transistor 55 101 ist ein Si-pnp-Flachentransistor in der Bauform B 1 (ent-
spricht TO 5).

Der Einsatz ist vornehmlich fir NF-5chaltungen mittlerer Leistung, mit
hherer Sperrspannung und fiir mittelschnellen Schaltbetrieb bestimmet.

Statische Kennwerte (fir #, = 15 C —5 grd)

Kollektorreststréme

—lceo = 0.1 pA (bei —Uge = 6V)
—lcgp =2 pA (bei —Uge = 33 V)

Gleichstromverstirkung

—lg = 40-="150upA (bei —Ucg = 6Y, —lc = 1 mA)

—Jg = 3= 1BmAl(bei —Ugg =1V, =l = 50 mA)

—Ugg = 550 < 650 mV (bei —Ucg = 6V, —lc = 1mA)

—WUgg = 0,9 1,5V (bei —Ugs = 1V, —Ic = 50mA)
Restspannung

—Uggo = 1< 12V (bei Iz = 50 mA)

—VUceum < 0,4V (bei —lc = 50 mA, —lg = 15 mA)

Grenzfrequenz in Basisschaltung
fogip = 1.9 = 0,6 MHz (bei —Ugg =6V, —Ic = 1 mA)

Vierpolwerte in Emitterschaltung

(bei —Ugg =6V, =l = 1 mA, fm = 1 kHz)

hite = 21=8

hije = 09> 0,2 kil
hizp = 6 107%* =1 10°¢
hage = 50 = 11}-_45

Basisbahnwiderstand
Mgy = 70 = 354} (bei —Ugg = &Y, —Ic = 1 mA, TH = ,5*“”‘-':}

Kollektorkapazitat
Cc = 70 = 20 pF (bei —Uce = 6V, —lc = 1 mA, Iy = 5 MHz)

Schaltzeitkonstanten (bel Ueg,s = 6 Y, lcpg = 50 mA)

o =13=045us

% =31=> 0Bus
Rauschiaktor

F=6 15dB (bei —Ucg =1V, —lc = 0,5 mA,

fig = 1.2 kHz)

Grenzwerte

—Ugg = 33 ¥ —lg = 2000 mA  Pc = 250 m'W

Uge = 33V lg = B0mA & =150"C
—lc = 50mA le =300mA B, = —40...4+125°C

Bestellbezeichnung fiir einen Transistor: Transistor 55 101
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h-Parameter als Funktion von —Ueg:
(bei , = 25°C)
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—Ilcgo als Funktion van il:
(bei —Uegg = &V)

o*
5

P 3
/A/,//
W+

3 { 31 wr 2 e iglmd &

N

B

hyy als Funktion von i
(bei —Ueg = &Y, —lec = 1 mA)

Ef!-::-‘.‘ - il I -4md
: & =Paromater ?’
-] - § o
T Ligg =6 §p =58 ,{5
] / -
s B e
w f
ar
-y
o ~&d =20 @ 2 & B0 —e=F "L I

haz als Funktion von ik:
(bei —Ueg = &V, —lc = 1 mA)

i



